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【手続補正書】
【提出日】平成28年2月16日(2016.2.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シフトレジスタと、前記シフトレジスタの出力信号に従ってビデオ信号をサンプリング
する回路と、を有し、
　前記回路は、複数のトランジスタを有し、
　前記トランジスタのチャネル形成領域は、酸化物半導体積層に設けられ、
　前記酸化物半導体積層は、インジウム及びインジウム以外の第１３族元素を含む第１の
酸化物半導体膜と、前記第１の酸化物半導体膜上の、インジウム及びインジウム以外の第
１３族元素を含む第２の酸化物半導体膜と、を有し、
　前記第１の酸化物半導体膜は、インジウムの原子数比がインジウム以外の第１３族元素
の原子数比より大きく、
　前記第２の酸化物半導体膜は、インジウムの原子数比がインジウム以外の第１３族元素
の原子数比以下であることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　シフトレジスタと、前記シフトレジスタの出力信号に従ってビデオ信号をサンプリング
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する回路と、を有し、
　前記回路は、複数のトランジスタを有し、
　前記トランジスタのチャネル形成領域は、酸化物半導体積層に設けられ、
　前記酸化物半導体積層は、インジウム及びインジウム以外の第１３族元素を含む第１の
酸化物半導体膜と、前記第１の酸化物半導体膜下の、インジウム及びインジウム以外の第
１３族元素を含む第２の酸化物半導体膜と、を有し、
　前記第１の酸化物半導体膜は、インジウムの原子数比がインジウム以外の第１３族元素
の原子数比より大きく、
　前記第２の酸化物半導体膜は、インジウムの原子数比がインジウム以外の第１３族元素
の原子数比以下であることを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　シフトレジスタと、前記シフトレジスタの出力信号に従ってビデオ信号をサンプリング
する回路と、を有し、
　前記回路は、複数のトランジスタを有し、
　前記トランジスタのチャネル形成領域は、酸化物半導体積層に設けられ、
　前記酸化物半導体積層は、インジウム及びインジウム以外の第１３族元素を含む第１の
酸化物半導体膜と、前記第１の酸化物半導体膜下の、インジウム及びインジウム以外の第
１３族元素を含む第２の酸化物半導体膜と、前記第１の酸化物半導体膜上の、インジウム
及びインジウム以外の第１３族元素を含む第３の酸化物半導体膜と、を有し、
　前記第１の酸化物半導体膜は、インジウムの原子数比がインジウム以外の第１３族元素
の原子数比より大きく、
　前記第２の酸化物半導体膜は、インジウムの原子数比がインジウム以外の第１３族元素
の原子数比以下であり、
　前記第３の酸化物半導体膜は、インジウムの原子数比がインジウム以外の第１３族元素
の原子数比以下であることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一において、
　前記第１の酸化物半導体膜は、インジウムの原子数比がインジウム以外の第１３族元素
の原子数比の２倍より大きいことを特徴とする半導体装置。
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